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1. はじめに 

応力発光(ML: Mechanoluminescence)とは、事

前に光照射によって励起された電子が一時的

にトラップ準位に捕獲され、応力刺激によって

発光再結合する現象である。応力発光で重要な

役割を担うトラップ準位は結晶中の欠陥によ

ると考えられており、代表的な材料であるアル

ミン酸ストロンチウム(SrAl2O4:Eu,Dy)蛍光体

では酸素空孔がその役割を果たすと言われて

いる[1]。したがって応力発光強度をさらに増

加させるためにはトラップ準位の制御が重要

になる。しかしその量を直接的に測定するのは

難しい。そこで今回は Sr 量を変化させた試料

を作製し、ML 強度測定と熱ルミネッセンス

(TL: Thermoluminescence)測定を行い、発光強度

を比較した。 

 

2. 実験 

試料はSrの仕込み量を変化させたEu 1mol%, 

Dy 2mol%添加アルミン酸ストロンチウム蛍光

体を燃焼法により合成した。燃焼反応により得

られた試料を油圧ポンプで圧縮、その後還元雰

囲気下(H2 in Ar),1150℃, 5h で焼結したものを

直径 10mm、高さ 2mm に加工し用いた。応力

発光測定は膜試料[2]を作製し測定した。 

熱ルミネッセンス測定は、室温で光照射し昇

温速度 β を変化させて (11~67℃/min) 、

Hoogenstraatenの式(1)より、活性化エネルギー

ε (トラップ深さ)を計算した。 

 

ln ( β/Tm
2 ) = - ( ε/k ) ( 1/Tm ) + ln ( sk/ε )  …(1) 

s: 頻度因子, k: ボルツマン定数, 

β: 昇温速度,Tm: ピーク温度,  

ε: トラップ準位の活性化エネルギー 

3. 結果 

Sr量を変化させた試料のML強度を Fig.1に

示す。Sr 量を化学量論組成(Sr:0.97, Eu:0.01, 

Dy:0.02)から減少させる(グラフ右方向)と ML

強度が増加した。この結果から Sr 量を減らす

ことでトラップとして働く酸素空孔付近の状

態が変化し、ML 強度の増加が見られたと考え

られる。これは徐らによる結果[3]と一致した。

また ML 強度の高い x=0.04 の試料の活性化エ

ネルギーε は約 0.55eV となり、これまでに報

告されている値 0.57eV [4]とほぼ一致した。 

 次にTL積分強度と応力発光強度を比較する

と弱い相関が見られた。このことから TLに寄

与するトラップ準位の一部が応力発光にも関

与していると思われる。 
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Fig.1 Dependence of ML intensity on Sr content 

in SrAl2O4 
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